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O presente trabalho descreve a caracterizacéo elétrica e dielétrica de monocristais
e corpos ceramicos do composto Bi12GeOy (germanato de bismuto). Este material, que
tem estrutura cristalina do tipo selenita, possui grande interesse tecnoldgico devido as
suas propriedades fotocondutivas e eletro-Opticas, que permitem uma variagdo foto-
induzida e reversivel em seu indice de refrag8o. Até o momento, no entanto, existe pouca
investigagdo a respeito das propriedades eléricas do Bi;2GeOy e seu potencial de
aplicacdo em sistemas radiocondutores. Por outro lado, a possibilidade de producéo de
ceramicas com alta qualidade éptica abre novas perspectivas para 0 uso de policristaisem
sistemas que empregam usual mente os materiais monocristalinos. A caracterizagdo dos
monocristais e ceramicas de germanato de bismuto foi realizada no presente trabalho
através da técnica de espectroscopia de impedancia. As medidas foram realizadas a
temperatura constante, entre 25 e 700 °C, no intervalo de freguéncias entre 1 Hz e 13
MHz. Os resultados experimentais foram analisados segundo modelos fisicos que
descrevem os processos de relaxacdo em materiais dielétricos. Observou-se que a
condutividade elétrica do monocristal de Bi;2GeOyy € ativada termicamente e possui
energias de ativagdo de 0.8 eV abaixo de 510 °C e 1.4 eV acima desta temperatura. Estas
energias foram associadas a diferentes profundidades de armadilhas de buracos,
localizadas em ligagBes Bi-O ndo equivalentes. As cerdmicas apresentaram 0S mMesmos
processos condutivos e as mesmas energias de ativagdo, e permitiram a separacdo dos
processos na faixa caracteristica de freqliéncia em que ocorrem. Adiciona mente,
observou-se que a maior resistividade dos contornos de gréo resulta em uma polarizagéo
do tipo Maxwell-Wagner devido a arranjo local de cargas espaciais nestas micro-regides.
Como consequiéncia, a parte real da permissividade dielétrica dos corpos ceramicos é
maior do que o vaor registrado para monocristais nas regides de freqiéncia
correspondentes a relaxacéo dos contornos de gréo.
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